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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine R&ntgendiagnosti-
kanlage mit einer Bildverstirker-Fernsehkette und
einem Detekior fir die mittlere Bildhelligkeit auf
dem Ausgangsleuchtschirm des R&ntgenbildver-
stdrkers in einem vorbestimmten Bereich, bei der
der Detektor ein Halbleiterdetektor mit einer Fldche
ist, auf der das ganze Ausgangsbild des Rdntgen-
bildverstérkers abbildbar ist, und bei der Mittel zur
Auswahl eines vorbestimmten Bereiches des Halb-
leiterdetektors flir die Signalerzeugung vorhanden
sind.

Eine Rontgendiagnostikanlage dieser Art ist in
der EP-A-0 217 456 beschrieben. Als Detektor ist
dabei ein Array aus Einzeldetektoren vorgesehen,
das die Bildung eines Helligkeitssignals flir ein
Mepfeld im Ausgangsbild des R&ntgenbildverstir-
kers erlaubt. Dabei muB fir jedes Detektorelement
ein nachgeschalteter Verstirker vorgesehen wer-
den, was einen erheblichen schaltungstechnischen
Aufwand bedeutet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Rontgendiagnostikanlage der eingangs genannten
Art so auszubilden, daB zur Bildung einer Vielzahl
von MeBfeldern mit variabler Form ein gegeniliber
dem Stand der Technik geringerer schaltungstech-
nischer Aufwand vorgesehen ist.

Diese Aufgabe ist erfindungsgemiB dadurch
gelost, daB der Detektor ein einziger, groBflachiger
Halbleiterdetektor ist, vor dem eine Blende aus
einer FlUssigkristall-Matrix liegt, die durch eine
Steuervorrichtung zur Auswahl eines vorbestimm-
ten, vom Licht getroffenen Bereiches auf dem
Halbleiterdetektor ansteuerbar ist. Bei dieser L&-
sung ergibt sich ein besonders geringer Aufwand
flr die Signalaufbereitung. Die MepBfeldwahl! erfolgt
mit Hilfe der Flissigkristall-Matrix in elektronischer
Weise. Fir die Bildung des MeBsignales ist nicht
wie bei einer Matrix aus lichtempfindlichen Elemen-
ten eine Vielzahl von Verstérkern, sondern nur ein
einziger Verstirker erforderlich.

Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in
der Zeichnung dargestellten Ausflihrungsbeispiels
ndher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 eine R&ntgendiagnostikanlage nach
der Erfindung, und

Fig. 2 eine Ausflhrungsform flr einen De-
tektor, der RO&ntgendiagnostikanlage
gemiB Fig. 1.

In der Fig. 1 ist eine RontgenrShre 1 darge-
stellt, die von einem R&ntgengenerator 2 gespeist
wird. Ein Patient 3 wird von der R&ntgenstrahlung
durchstrahlt. Das Rd&ntgenbild wird von einem
Rontgenbildverstidrker 4 verstarkt. Das am Aus-
gangsbildschirm des Rontgenbildverstirkers 4 er-
scheinende, verstarkte Rontgenbild wird von einer
Fernsehkamera 5 aufgenommen und Uber eine
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Fernsehzentrale 6 auf einem Sichtgerat 7 wieder-
gegeben.

Zur Konstanthaltung der mittleren Bildhelligkeit
in einem MeBfeld des Ausgangsschirms des Réont-
genbildverstérkers 4 ist ein Halbleiterdetektor 8 als
Istwertgeber vorgesehen, der ein entsprechendes
Signal dem Istwerteingang eines Vergleichers 9
Uber einen MeBwandler 10 zufiihrt. Der Vergleicher
9 weist einen Sollwerteingang 11 auf, an dem ein
dem Sollwert der mittleren Bildhelligkeit im MeBfeld
des Ausgangsschirms des R&ngtgenbildverstirkers
4 entsprechendes Signal liegt. In Abhingigkeit von
der Differenz zwischen Ist- und Sollwert wird der
Roéntgengenerator 2 von einer Helligkeitsregelein-
richtung 13 im Sinne eines Angleiches des Istwer-
tes an den Sollwert beeinfluBt. Fiir die Einstellung
des Sollwertes ist ein Sollwertgeber 12 vorgese-
hen.

Der Halbleiterdetektor 8 hat eine Flache, auf
der das ganze Ausgangsbild des R&ntgenbildver-
stdrkers 4 abbildbar ist, und zwar mit Hilfe eines
teildurchldassigen Spiegels 14 im Strahlengang zwi-
schen dem Ausgangsleuchtschirm des Rd&ntgen-
bildverstérkers 4 und der Fernsehkamera 5. Eine
Steuervorrichtung 15 wahlt dabei einen vorbe-
stimmten Bereich des Halbleiterdetektors 8 ent-
sprechend dem gewlinschten MeBfeld elektronisch
aus. Der Halbleiterdetekitor 8 erlaubt dabei die
Wahl einer Vielzahl von Megfeldern, und zwar so-
wohl hinsichtlich ihrer Lage als auch ihrer Form
und GroBe.

Die Fig. 2 zeigt eine Ausflihrungsform eines
Halbleiterdetektors 8 als groBflachigen Detektor,
der von einem einzigen Detektorelement, also z.B.
von einer einzigen Photodiode gebildet ist. Zur
Auswahl des jeweils gewlinschten Meffeldes ist im
Strahlengang vor dem Halbleiterdetektor 8 eine
Blende aus einer FlUssigkristall-Matrix mit Flissig-
kristallen 17 angeordnet. Die einzelnen Fllssigkri-
stalle 17 kdnnen durch die Steuervorrichtung 15
zur Auswahl eines vorbestimmten, vom Licht ge-
froffenen Bereiches auf dem Halbleiterdetektor 8 in
ihrer Lichtdurchldssigkeit gesteuert werden. In Fig.
2 ist beispielsweise die Wahl dreier MefBfelder,
eines zentralen Meffeldes sowie zweier seitlicher
MeBfelder dargestellt.

Bei der Detektorausfiihrung gemaB Fig. 2 ist
eine eine Signalbewertung innerhalb des MepBfeldes
mdglich, indem nicht alle FlUssigkristalle 17 der
FlUssigkristallmatrix innerhalb der Meffliche auf
Lichtdurchldssigkeit gesteuert werden. Durch eine
Variation der auf Durchldssigkeit gesteuerten Flls-
sigkristalle pro Fldcheneinheit im Bereich des Mef-
feldes ist also eine Anpassung an das zu untersu-
chende Objekt moglich.

Weiterhin kann auch eine Spitzenwertregelung
erfolgen, indem die Signale der einzelnen Matrix-
elemente des ausgewdhlten MeBfeldes seriell aus-
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gelesen werden und nur der Maximalwert der er-
mittelten Signalverteilung zur Istwertbildung heran-
gezogen wird. Flr eine Anpassung der Regelung
an unterschiedliche Objekte k&nnen bei der Aus-
wahl der Matrixelemente, die zur Istwert-Signalbil-
dung beitragen, auch Methoden der Mustererken-
nung angewendet werden.

Die hier fur eine Fernsehkamera dargestellte
Technik der MeBfeldbildung ist auch anwendbar
bei der Indireki-Technik mit einer Blattfilmkamera.

Wird der Halbleiterdetektor anstelle einer loni-
sationskammer auch fir die Direktaufnahme ver-
wendet, so kdnnen auch hier die angefiihrten Vor-
teile (flexible MeBfeldbildung, Signal-Bewertung,
Mittelwert-/Spitzenwertregelung) genutzt werden.
Nachdem der Bildverstdrker hinter der Kassette
angeordnet ist, sind flr alle beim Durchgang der
Strahlung durch die Kassette auftretenden Aufhir-
tungseffekte Belichtungskorrekturen erforderlich,
die z.B. in tabellarischer Form im Speicher des
Belichtungsautomaten abgelegt sein k6nnen. Wird
vor Ausldsung der Direktaufnahme die Patienten-
transparenz durch eine vorangehende Durchleuch-
tung ermittelt und wird auBerdem die gewihite
Einblendung vom Gerédt an den Belichtungsauto-
maten gemeldet, kann die zutreffende Belichtungs-
korrektur der Tabelle entnommen werden.

Patentanspriiche

1. Rdntgendiagnostikanlage mit einer
Bildverstdrker-Fernsehkette (4 bis 7) und ei-
nem Detektor (8) fiir die mittlere Bildhelligkeit
auf dem Ausgangsleuchtschirm des Rd&ntgen-
bildverstirkers (4) in einem vorbestimmten Be-
reich, bei der der Detektor (8) ein Halbleiterde-
tektor mit einer Flache ist, auf der das ganze
Ausgangsbild des R&ntgenbildverstirkers (4)
abbildbar ist, und bei der Mittel (15) zur Aus-
wahl eines vorbestimmten Bereiches des Halb-
leiterdetektors fir die Signalerzeugung vorhan-
den sind, dadurch gekennzeichnet, daf der
Detektor (8) ein einziger, groBfldchiger Halblei-
terdetektor ist, vor dem eine Blende aus einer
Flussigkristall-Matrix (17) liegt, die durch eine
Steuervorrichtung (15) zur Auswahl eines vor-
bestimmten, vom Licht getroffenen Bereiches
auf dem Halbleiterdetektor ansteuerbar ist.

Claims

1. X-ray diagnostics installation having an image
intensifier television sequence (4 to 7) and a
detector (8) for average image brightness on
the output screen of the X-ray image intensifier
(4) in a predetermined region, wherein the de-
tector (8) is a semiconductor detector with a
face on which the entire output image of the X-
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ray image intensifier (4) can be imaged, and
wherein means (15) are present for the selec-
tion of a predetermined region of the semicon-
ductor detector for signal generation, charac-
terized in that the detector (8) is a single large-
area semiconductor detector, in front of which
lies a shutter consisting of a liquid-crystal ma-
trix (17), which can be controlled by a control-
ling device (15) for the selection of a predeter-
mined region on the semiconductor detector
struck by the light.

Revendications

1. Appareil de radiodiagnostic comportant une
chaine de télévision & amplificateur de brillan-
ce (4 & 7) et un détecteur (8) servant 3 détec-
ter la luminosité moyenne de l'image sur
I'écran luminescent de sortie de I'amplificateur
de brillance radiologique (4), dans une zone
prédéterminée, et dans lequel le détecteur (8)
est un détecteur & semiconducteurs possédant
une surface sur laquelle peut étre formée I'en-
semble de l'image de sortie de I'amplificateur
de brillance radiologique (4), et dans lequel il
est prévu des moyens (15) pour sélectionner
une zone prédéterminée du détecteur & semi-
conducteurs pour la production d'un signal,
caractérisé par le fait que le détecteur (8) est
formé par un seul détecteur & semiconduc-
teurs de grande surface, devant lequel est
disposé un diaphragme formé d'une mairice 2
cristal liquide (17), qui peut étre commandée
par un dispositif de commande (15) pour la
sélection d'une zone prédéterminée, atteinte
par la lumiére, sur le détecteur & semiconduc-
teurs.
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